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ABSTRAK 
Pengamatan karakteristik fisika dari suatu kristal 
dapat dilakukan dengan mengamati struktur dari kristal, 
yaitu dengan mengamati cacat kristal. Pengamatan cacat 
kristal dapat dilakukan dengan beberapa cara, salah satu 
di antaranya adalah dengan metode Etch Pits. 
Dengan menggunakan metode Etch Pits, telah dilakukan 
pengamatan mengenai distribusi kerapatan cacat kristal 
baik secara radial maupun aksial, pengaruh pemberian 
irradiasi neutron dan pengaruh pemanasan selama 1 jam 
terhadap perubahan kerapatan cacat serta pengamatan 
kedalaman dislokasi. 
Hasil pengamatan menunjukkan bahwa distribusi 
kerapatan cacat tidak merata baik secara radial maupun 
aksial. Pemberian irradiasi neutron pada Silikon dapat 
menambah cacat dalam kristal dan pemberian pemanasan pada 
Silikon relatif tidak signifikan terhadap penurunan 
jumlah cacat. Kedalaman dislokasi untuk sekali etsa 
sekitar 20 ~, dengan kesalahan skala pengukuran ±O,S ~. 
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